RESUMEN del FUNCIONAMIENTO de los TRANSISTORES BIPOLARES y
MOS en CORTE y SATURACION

Los temas 2,3 y 4 no son objeto de examen, perpegaeiia parte del conocimiento
del tema 2 si que hace falta para el estudio dalitd de tiempo 555 y de las celdas de
memoria. Este conocimiento si que es imprescindjbke conozcais los informaticos.
Os recomiendamos que leais dicho tema y que osécer@n los apartados 2.6 (El
transistor Bipolar en Corte y Saturacion, pags. #1B17) y apartado 2.9 para los
transistores MOS. De todas formas, el conocimigam hace falta es muy sencillo y lo
resumimos a continuacion.
1. TRANSISTORES BIPOLARES
El Unico tipo de transistor bipolar que se usasta asignatura (celdas de memoria)
es NPN, por tanto, su funcionamiento resumido esquw Se muestra a
continuacion.
En la siguiente figura presentamos un transisfaolar tipo NPN con los convenios
usados para las tensiones y corriente.
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1.a) Si la tension de la Base (silicio tipo P) ttahsistor supera a la tensién del
Emisor (silicio tipo N) en el valor de la tensioa despegue de la union P-N
(VB —=VE= 0,7V) el transistor conduce y entoncedresiColector y Emisor
presenta muy poca resistencia. Equivale a un domtio entre esos
terminales (Colector y Emisor) y deja pasar todaolaiente.

1.b) Si la tension de la Base no supera en esadadn0,7V) a la tension del
Emisor, entonces el transistor no conduce, estoré y presenta muy alta
impedancia entre su Colector y Emisor. Equivalenaciucuito abierto entre
ambos terminales.

Como podemos observar funciona como si fuera uerrumitor en el que la

corriente que circula entre su Colector y Emisda eontrolada por la tension

existente entre Base y Emisor.

En el siguiente cuadro resumimos dicho funcionataien
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2. TRANSISTORES MOS

El funcionamiento es analogo y el conocimiento sade se puede resumir como
mostramos a continuacion.

2.a) Transistores MOS canal N (NMOS)

En la siguiente figura presentamos un transistorSMf@nal N con los convenios
usados para las tensiones y corriente.
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2.a.1) Si la tension de la Puerta es mayor quensidn de Fuente @#Vs, para el
analisis de las celdas podemos despreciar el galta tension umbral, Y el
transistor conduce, presenta muy baja impedandra Bmenador y Fuente y
equivale a un cortocircuito entre esos dos terramalEn digital esta
condicion equivale a que en la puerta del transMt©S cana N tiene un “1”.

2.a.2) Si la tension de la Puerta es menor quensidn de Fuente @«¢Vs, para
nuestro us@n digital equivale a que en la puerta tiene ur) @"transistor
pasa al corte (no conduce), presenta muy alta iamueal entre Drenador y
Fuente y equivale a un circuito abierto entre essterminales.

Este funcionamiento de los transistores NMOS larmeshos en el siguiente cuadro:

Corte (o conduck |Ves< 0 > “0”  Alta Z entre Drenador y Fuente

Equivale a un Circuito abierto

117

Conduccion Ves> 0, 2 “1”  [Muy baja Z entre Drenador y Fuent|

Equivale a un Cortocircuito
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2.b) Transistores MOS canal P (PMOS):
En la siguiente figura presentamos un transistorSM@nal P con los convenios
usados para las tensiones y corriente.

4 D (Drenador, P))
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Su funcionamiento es justo al revés que el del M@l N.

2.b.1) Si la tensién de la Puerta es menor quensidn de Fuente (equivalente en
digital a un tener en la puerta un “0”) el trarmistonduce, presenta muy baja
impedancia entre Drenador y Fuente y equivale aoumtocircuito entre esos
dos terminales.

2.b.2) Si la tension de la Puerta es mayor querlsidn de Fuente (equivalente en
digital a tener en la puerta un “1”) el transispasa al corte, presenta muy
alta impedancia entre Drenador y Fuente y equizaie circuito abierto entre
esos dos terminales

Este funcionamiento de los transistores PMOS lom@mos en el siguiente cuadro:

Corte o conduck |Ves>0 > “1”  Alta Z entre Drenador y Fuente

Equivale a un Circuito abierto

1%

Conduccién Ves< 0, 2 “0” |Muy baja Z entre Drenador y Fuent

Equivale a un Cortocircuito

De nuevo, el funcionamiento de estos transistosesl €e un interruptor en el que la
corriente que circula entre su Drenador y la Fuesté controlada por la tension de la

Puerta.
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